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(57) Abstract: Various embodiments of the invention
relate to an optoelectronic component (100), said
optoelectronic component (100) comprising: an
optically active region (202) and an optically inactive
region (204), the optically inactive region (204) being
at least partially curved;the curved, optically inactive
region (204) being designed for connection of the
optoelectronic component (100).

&) Zusammenfassung: In verschiedenen
Austiihrungsbeispielen wird ein optoelektronisches
Bauelement (100) bereitgestellt, das optoelektronische
Bauelement (100)aufweisend: einen optisch aktiven
Bereich (202) und einen optisch inaktiven Bereich
(204),wobei der optisch inaktive Bereich (204)
wenigstens  teilweise gekrlimmt ist;wobei der
gekriimmte, optisch inaktive Bereich (204) zu einem
schliissigen ~ Verbinden des  optoelektronischen
Bauelementes (100) eingerichtet ist.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048902 PCT/EP2013/069799

Beschreibung

Optoelektronisches Bauelement, Verfahren zum Herstellen eines
optoelektronischen Bauelementes und optoelektronische

Bauelementevorrichtung

In verschiedenen Ausfihrungsformen werden ein
optoelektronisches Bauelement, ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Bauelementes und eine

optoelektronische Bauelementevorrichtung bereitgestellt.

Ein optoelektronisches Bauelement, beispielsweise eine
organische Leuchtdiode (organic light emitting diode - OLED)
oder eine organische Solarzelle, kann herkdommlich einen
optisch aktiven BRereich und einen optisch inaktiven Bereich

aufweisen.

Der optisch aktive Bereich kann elektromagnetische Strahlung
absorbieren und daraus einen Fotostrom ausbilden oder mittels
einer angelegten Spannung an den optisch aktiven BRereich

elektromagnetische Strahlung emittieren.

Der optisch inaktive Bereich kann zum elektrischen
Kontaktieren und/oder mechanischen Fixieren des

optoelektronischen Bauelementes eingerichtet sein.

In einem herkdmmlichen Verfahren wird ein flachig, rigides
optoelektronisches Bauelement mechanisch mittels einer
Klemmvorrichtung in einem Gehause, Rahmen oder adhnlichem
mechanisch fixiert. Die elektrische Anbindung des
optoelektronischen Bauelementes kann beispielsweise mittels
Klemmkontakten, Federstiften oder Zebra-Konnektoren an dem
optisch inaktiven Bereich des optoelektronischen Bauelementes

erfolgen.

In einem weiteren herkdédmmlichen Verfahren kann ein optisch

inaktiver Bereich eines optoelektronischen Bauelementes mit
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2
einem elektrisch leitfdhigen Klebstoff an einem Halter

mechanisch fixiert und elektrisch kontaktiert werden.

In einem weiteren herkdmmlichen Verfahren werden zum
elektrischen Kontaktieren Verbindungsstiicke, beispielsweise
flexible Leiterplatten (flexible printed circuit boards -
Flex-PCB) oder Metallbander mittels verschiedener Verfahren,
beispielsweise Loten, Verkleben mittels elektrisch
leitfahiger Kleber (anisotropic conductive film bonding -
ACF-Bonden), mittels eines Reibschweilprozesses (Ultraschall-
Bonden) oder adhnliches, auf einem optisch inaktiven Bereich
des optoelektronischen Bauelementes aufgebracht. Das
optoelektronische Bauelement kann wiederum mechanisch mittels
einer Klemmvorrichtung fixiert werden. Die Verbindungsstiicke
kébnnen dann mittels Loétverbindungen oder mittels
elektromechanischen Formschlusses an Elektroden eines

Stromkreises elektrisch angebunden werden.

Die exponierte Oberfldche des optoelektronischen
Bauelementes, beispielsweise Chrom, und beispielweise das
Lotzinn, konnen haufig jedoch nicht miteinander vertraglich
sein, d.h. nicht mischbar sein. Dadurch kann es zu einem
willkiirlichen Verlaufen des Lotzinns auf der exponierten
Oberfldche des optoelektronischen Bauelementes kommen. Das
verlaufende Loétzinn kann dann das prazise Positionieren des

elektrischen Verbindungsstiickes auf der Lotstelle erschweren.

Weiterhin kann der optisch inaktive Bereich des
optoelektronischen Bauelementes die Effizienz der
Flachennutzung des optoelektronischen Bauelementes beziiglich
der optisch aktiven Flache reduzieren. Weiterhin kann der
optisch inaktive Randbereich das &dsthetische
Gesamterscheinungsbild des optoelektronischen Rauelementes

beeintradchtigen.

In verschiedenen Ausfihrungsformen werden ein

optoelektronisches Bauelement, ein Verfahren zum Herstellen
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3
eines optoelektronischen Bauelementes und eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung bereitgestellt, mit
denen es moglich ist ein optoelektronisches Bauelement mit
einem relativ groReren optisch aktiven Bereich, mechanisch zu

fixieren und elektrisch zu kontaktieren.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem organischen
Stoff eine, ungeachtet des jeweiligen Aggregatzustandes, in
chemisch einheitlicher Form vorliegende, durch
charakteristische physikalische und chemische Eigenschaften
gekennzeichnete Verbindung des Kohlenstoffs verstanden
werden. Weiterhin kann im Rahmen dieser Beschreibung unter
einem anorganischen Stoff eine, ungeachtet des jeweiligen
Aggregatzustandes, in chemisch einheitlicher Form
vorliegende, durch charakteristische physikalische und
chemische Eigenschaften gekennzeichnete Verbindung ohne
Kohlenstoff oder einfacher Kohlenstoffverbindung verstanden
werden. Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem
organisch-anorganischen Stoff (hybrider Stoff) eine,
ungeachtet des jeweiligen Aggregatzustandes, in chemisch
einheitlicher Form vorliegende, durch charakteristische
physikalische und chemische Eigenschaften gekennzeichnete
Verbindung mit Verbindungsteilen die Kohlenstoff enthalten
und frei von Kohlenstoff sind, verstanden werden. Im Rahmen
dieser Beschreibung umfasst der Begriff ,Stoff™ alle oben
genannten Stoffe, beispielsweise einen organischen Stoff,
einen anorganischen Stoff, und/oder einen hybriden Stoff.
Weiterhin kann im Rahmen dieser Beschreibung unter einem
Stoffgemisch etwas verstanden werden, was Bestandteile aus
zwel oder mehr verschiedenen Stoffen besteht, deren
Bestandteile beispielsweise sehr fein verteilt sind. Als eine
Stoffklasse ist ein Stoff oder ein Stoffgemisch aus einem
oder mehreren organischen Stoff (en), einem oder mehreren
anorganischen Stoff (en) oder einem oder mehreren hybrid
Stoff (en) zu verstehen. Der Begriff ,Material™ kann synonym

zum Begriff ,Stoff“ verwendet werden.
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Die Formstabilitat eines geometrisch geformten Stoffes kann
anhand des Elastizitdtsmoduls und der Viskositat beschrieben

werden.

Ein Stoff kann in verschiedenen Ausfihrungsformen als
formstabil, d.h. in diesem Sinne als hart und/oder fest,
angesehen werden, wenn der Stoff eine Viskositat in einem

2 23
Bereich von ungefahr 5 x 10 Pa-+s bis ungefdahr 1 x 10 Pa-s

und ein Elastizitatsmodul in einem Bereich von ungefahr 1 x

6 12 .
10 Pa bis ungefahr 1 x 10 Pa aufweist, da der Stoff nach

Ausbilden einer geometrischen Form ein viskoelastisches bis

sprodes Verhalten zeigen kann.

Ein Stoff kann als formbar, d.h. in diesem Sinne als weich
und/oder fliussig, angesehen werden, wenn der Stoff eine

— 2 )
Viskositat in einem Bereich wvon ungefahr 1 x 10 Pa-s Dbis
2 . C . . .
ungefahr 5 x 10 Pa-s oder ein Elastizitatsmodul bis ungefahr
6 . . . .
1 x 10 Pa aufweist, da jede Veranderung der geometrischen

Form des Stoffes zu einer irreversiblen, plastischen

Veradnderung der geometrischen Form des Stoffes fihren kann.

Ein formstabiler Stoff kann mittels Zugebens von
Weichmachern, beispielsweise Losungsmittel, oder Erhéhen der

Temperatur plastisch formbar werden, d.h. verfliissigt werden.

Ein plastisch formbarer Stoff kann mittels einer
Vernetzungsreaktion und/oder Entzug von Weichmachern

formstabil werden, d.h. verfestigt werden.

Das Verfestigen eines Stoffs oder Stoffgemisches, d.h. der
Ubergang eines Stoffes von formbar zu formstabil, kann ein
Andern der Viskositdt aufweisen, beispielweise ein Erhohen
der Viskositat von einem ersten Viskositatswert auf einen
zwelten Viskositdatswert. Der zweite Viskositatswert kann um
ein Vielfaches groRer sein als der erste Viskositatswert

sein, beigpielsweise in einem Bereich von ungefdhr 10 bis
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6 . . o
ungefahr 10 . Der Stoff kann bei der ersten Viskositéat

formbar sein und bei der zweiten Viskositat formstabil sein.

Das Verfestigen eines Stoffs oder Stoffgemisches, d.h. der
Ubergang eines Stoffes von formbar zu formstabil, kann ein
Verfahren oder einen Prozess aufweisen, bei niedermolekularer
Bestandteile aus dem Stoff oder Stoffgemisch entfernt werden,
beispielsweise Losemittelmolekiile oder niedermolekulare,
unvernetzte Bestandteile des Stoffs oder des Stoffgemischs,
beispielsweise ein Trocknen oder chemisches Vernetzen des
Stoffs oder des Stoffgemischs. Der Stoff oder das
Stoffgemisch kann im formbaren Zustand eine hohere
Konzentration niedermolekularer Stoffe am gesamten Stoff oder

Stoffgemisch aufweisen als im formstabilen Zustand.

Das Verformen eines formstabilen Stoffs oder Stoffgemisches
kann bei speziellen geometrischen Formen des formstabilen
Stoffs oder Stoffgemisches, beispielsweise adhnlich einer
Folie oder einem Blech, mittels einer Krafteinwirkung
realisiert werden, beispielsweise mittels eines Biegens oder

Krimmens.

Die Verbindung eines ersten Korpers mit einem zweiten Korper,
beispielsweise eines optoelektronischen Bauelementes mit
einem Halter, kann formschliissig, kraftschlissig und/oder

stoffschliissig ausgebildet sein.

Die Verbindungen konnen l&sbar ausgebildet sein, d.h.
reversibel, beispielsweise eine Schraubverbindung, ein
Klettverschluss. Die Verbindungen kdénnen jedoch auch nicht
losbar ausgebildet sein, d.h. irreversibel, beispielsweise
eine Nietverbindung, eine Klebeverbindung. Eine nicht lo&sbare
Verbindung kann dabei nur mittels Zerstdrens der

Verbindungsmittel getrennt werden.

Bei einer formschliissigen Verbindung kann die Bewegung des

ersten Kdrpers von einer Flache des zweiten Korpers
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beschrankt werden, wobei sich der erste Kdrper senkrecht,
d.h. normal, in Richtung der beschrdnkenden Flache des
zweiten KOrpers bewegt. Ein Stift (erster Korper) in einem
Sackloch (zweiter Korper) kann beispielsweise in funf der

sechs Raumrichtungen in der Bewegung beschrankt sein.

Bei einer kraftschlissigen Verbindung kann aufgrund eines
korperlichen Kontakts der beiden Korper unter Druck, eine
Haftreibung eine Bewegung des ersten Korpers parallel zu dem
zwelten Korper beschranken. Ein Beispiel fir eine
kraftschliissige Verbindung kann beigspielsweise ein
Flaschenkorken in einem Flaschenhals oder ein Dibel mit einer
Ubermalpassung in einem entsprechenden Diilbelloch sein. Ferner
kann die kraftschlissige Verbindung mittels einer
Presspassung zwischen einem ersten Koérper und einem zweiten
Korper ausgebildet sein. Beispielsweise kann ein Durchmesser
des Haltestifts so gewahlt werden, dass er gerade noch unter
Verformung des Haltestifts und/oder der entsprechenden
Halteausnehmung in die Halteausnehmung einfihrbar ist, jedoch
nur noch unter erhdhtem Kraftaufwand wieder aus dieser

entfernbar ist.

Bei einer stoffschliissigen Verbindung kann der erste Korper
mit dem zweiten Korper mittels atomarer und/oder molekularer
Krafte verbunden werden. Stoffschliissige Verbindungen konnen

haufig nicht 16sbare Verbindungen sein.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem elektronischen
Bauelement ein Bauelement verstanden werden, welches die
Steuerung, Regelung oder Verstdrkung eines elektrischen
Stromes betrifft, beispielsweise mittels Verwendens wvon
Halbleiterbauelementen. Ein elektronisches Bauelement kann
ein Bauelement oder mehrere Bauelemente aus der folgenden
Gruppe der Bauelemente aufweisen: beispielsweise eine Diode,
ein Transistor, ein Thermogenerator, eine integrierte

Schaltungen, ein Thyristor.
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Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem
optoelektronischen Bauelement eine Ausfrithrung eines
elektronischen Bauelementes verstanden werden, wobeil das
optoelektronische Bauelement einen optisch aktiven Bereich
aufweist. Der optisch aktive Bereich kann elektromagnetische
Strahlung absorbieren und daraus einen Fotostrom ausbilden
oder mittels einer angelegten Spannung an den optisch aktiven

Bereich elektromagnetische Strahlung emittieren.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem Bereitstellen
von elektromagnetischer Strahlung ein Emittieren von

elektromagnetischer Strahlung verstanden werden.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann unter einem Aufnehmen wvon
elektromagnetischer Strahlung ein Absorbieren von

elektromagnetischer Strahlung verstanden werden.

Beispielsweise kann ein elektromagnetische Strahlung
emittierendes Bauelement in verschiedenen
Ausfihrungsbeispielen ein elektromagnetische Strahlung
emittierendes Halbleiter-Bauelement sein und/oder als eine
elektromagnetische Strahlung emittierende Diode, als eine
organische elektromagnetische Strahlung emittierende Diode,
als ein elektromagnetische Strahlung emittierender Transistor
oder als ein organischer elektromagnetische Strahlung
emittierender Transistor ausgebildet sein. Die Strahlung kann
beispielsweise Licht im sichtbaren Bereich, UV-Licht und/oder
Infrarot-Licht sein. In diesem Zusammenhang kann das
elektromagnetische Strahlung emittierende Bauelement
beispielsweise als Licht emittierende Diode (light emitting
diode, LED) als organische Licht emittierende Diode (organic
light emitting diode, OLED), als Licht emittierender
Transistor oder als organischer Licht emittierender
Transistor ausgebildet sein. Das Licht emittierende
Bauelement kann in verschiedenen Ausfithrungsbeispielen Teil
einer integrierten Schaltung sein. Weiterhin kann eine

Mehrzahl von Licht emittierenden Bauelementen vorgesehen
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sein, beigspielsweise untergebracht in einem gemeinsamen

Gehause.

Im Rahmen dieser Beschreibung kann ein Krimmen einen der
folgenden Prozesse aufweisen oder als solcher im Rahmen
dieser Beschreibung synonym verstanden werden: ein Falten,
ein Biegen, ein Wolben, ein Beugen, ein Legen (im Sinne von:
ein Umlegen oder Zusammenlegen), ein Runzeln, ein
Verschranken oder dhnliches. Ein Falten kann auch als ein

Falten 1im mathematischen Sinne verstanden werden.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein
optoelektronisches Bauelement bereitgestellt, das
optoelektronische Bauelement aufweisend: einen optisch
aktiven Bereich und einen optisch inaktiven Bereich, wobei
der optisch inaktive Bereich wenigstens teilweise gekrimmt
ist; wobei der gekrimmte, optisch inaktive Bereich zu einem
schlissigen Verbinden des optoelektronischen Bauelementes

eingerichtet ist.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch aktive Bereich einen Trager und eine optisch

aktive Schichtenstruktur aufweisen.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes

kann der optisch inaktive Bereich einen Trager aufweisen.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der Trager des optisch inaktiven Bereiches mit dem
Trager des optisch aktiven Bereiches kérperlich verbunden

sein.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch inaktive Bereich den gleichen Trager

aufweisen wie der optisch aktive Bereich.
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In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch aktive Bereich zum Aufnehmen oder
Bereitstellen von elektromagnetischer Strahlung eingerichtet

sein.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch inaktive Bereich den optisch aktiven Bereich

wenigsten teilweise umgeben, beispielsweise lateral umgeben.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch inaktive Bereich als wenigstens ein
geometrischer Rand des optoelektronischen Bauelementes

eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann wenigstens ein Bereich des optisch inaktiven Bereiches
beziiglich der Bildebene des optoelektronischen Rauelementes

hingekriimmt und/oder weggekrimmt sein.

Die Bildebene des optoelektronischen Bauelementes ist die
Ebene, in welche die elektromagnetische Strahlung

bereitgestellt wird.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der gekrimmte, optisch inaktive Bereich formstabil

ausgebildet sein.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann die Krimmung wenigstens eines Bereiches des gekrimmten,
optisch inaktiven Bereiches beziiglich des optisch aktiven

Bereiches einen Winkel von groRer oder gleich ungefdhr 90

aufweisen.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann die Krimmung wenigstens eines Bereiches des gekrimmten,

optisch inaktiven Bereiches beziiglich des optisch aktiven
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Bereiches einen Winkel in einem Bereich von ungefdhr 5

° bis
o

ungefahr 360 aufweisen.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der gekrimmte, optisch inaktive Rereich eine der
folgenden geometrischen Formen aufweisen oder derart
eingerichtet: ein Haken, beispielsweise ein Widerhaken, eine

Ose, ein Loch, ein Stift, ein Pin, eine Zunge.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch inaktive Bereich elektrisch mit dem optisch

aktiven Bereich verbunden sein.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch inaktive Bereich derart eingerichtet sein,
dass der optisch aktive Bereich mittels der schlissigen

Verbindung elektrisch kontaktiert wird.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der optisch inaktive Bereich derart eingerichtet sein,
dass die schliissige Verbindung eine mechanische Fixierung
und/oder eine elektrische Kontaktierung des
optoelektronischen Bauelementes, beispielsweise des optisch

aktiven Bereiches ausbildet.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann der Trager des optisch aktiven Bereiches mechanisch

flexibel ausgebildet sein, beispielsweise biegbar.

Ein mechanisch flexibler Trager kann beispielsweise eine
Dicke aufweisen, sodass der Trager formbar ist. Der Trager
kann beispielsweise eine Kapton-Folie (Polyimid - PI), eine
Metallfolie oder eine PET-Folie aufweisen. Beigspielsweise
kann der Trager eine Stahlfolie, eine Kunststofffolie oder
ein Laminat mit einer oder mit mehreren Kunststofffolien
aufweisen oder daraus gebildet sein. Der Kunststoff kann ein

oder mehrere Polyolefine (beispielsweise Polyethylen (PE) mit
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hoher oder niedriger Dichte oder Polypropylen (PP)) aufweisen
oder daraus gebildet sein. Ferner kann der Kunststoff
Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol (PS), Polyester und/oder
Polycarbonat (PC), Polyethylenterephthalat (PET),
Polyethersulfon (PES), PEEK, PTFE und/oder
Polyethylennaphthalat (PEN) aufweisen oder daraus gebildet

sein.

In einer Ausgestaltung kann der Trager des optisch aktiven
Bereiches und/oder des optisch inaktiven Bereiches eine
Kunststofffolie aufweisen mit einer Dicke von kleiner
ungefahr 500 pm und/oder ein Blech, beispielsweise ein
Metallblech oder eine Metallfolie, mit einer Dicke kleiner

ungefahr 400 um, beispielsweise kleiner ungefahr 100 um.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann das optoelektronische Rauelement wenigstens zweil optisch

inaktive Bereiche aufweisen.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kénnen die wenigstens zwei optisch inaktiven Bereiche eines
optoelektronischen Bauelementes eine unterschiedliche

Krimmung aufweisen.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kénnen die Krimmungen von wenigstens zwei optisch inaktiven
Bereichen eines optoelektronischen Bauelementes komplementar

zueinander eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung des optoelektronischen Bauelementes
kann das optoelektronische Bauelement als organische

Leuchtdiode und/oder organische Solarzelle eingerichtet sein.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird ein Verfahren zum
Herstellen eines optoelektronischen Bauelementes
bereitgestellt, das Verfahren aufweisend: Ausbilden eines

optoelektronischen Bauelementes, wobei das optoelektronische
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Bauelement einen optisch aktiven Bereich und einen optisch
inaktiven Bereich aufweist, Krimmen des optisch inaktiven
Bereiches bezliglich des optisch aktiven Bereiches, wobei der
gekrimmte, optisch inaktive Bereich zu einem schlissigen
Verbinden des optoelektronischen Bauelementes eingerichtet

ist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Ausbilden des
optisch aktiven BRereiches das Ausbilden einer optisch aktiven

Schichtenstruktur auf oder lber einem Trager aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch

inaktive Bereich einen Trager aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Trager des
optisch inaktiven Bereiches mit dem Trager des optisch

aktiven Bereiches ko&rperlich verbunden sein.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch
inaktive Bereich den gleichen Trager aufweist wie der optisch

aktive Bereich.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch
aktive Bereich zum Aufnehmen oder Bereitstellen von

elektromagnetischer Strahlung eingerichtet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch
inaktive Bereich den optisch aktiven Bereich wenigsten

teilweise umgeben.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch
inaktive Bereich als wenigstens ein geometrischer Rand des

optoelektronischen Bauelementes ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Krimmen des
optisch inaktiven Bereiches beziiglich der Bildebene des

optoelektronischen Bauelementes ein Hinkrimmen und/oder ein
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Wegkrimmen wenigstens eines Bereiches des optisch inaktiven

Bereiches aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der gekrimmte,
optisch inaktive Bereich nach dem Krimmen formstabil

eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Krimmen des
optisch inaktiven Bereiches ein Erwdrmen des optisch

inaktiven Bereiches vor dem Krummen aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das Krimmen des
gekrimmten, optisch inaktiven Bereiches ein Abkithlen des

optisch inaktiven Bereiches nach dem Krimmen aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann ein optisch
inaktiver Bereich vor dem Krimmen in mehrere, unabhadngig
voneinander krimmbare, optische inaktive Bereiche unterteilt
werden, beispielsweise mittels eines Entfernens eines
Bereiches des optisch inaktiven Bereiches oder eines

Zerteilens des optisch inaktiven Bereiches.

Ein Zerteilen des optisch inaktiven Bereiches kann
beispielsweise ein Schneiden, beispielsweise ein

Einschneiden, des optisch inaktiven Bereiches aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann wenigstens ein
Bereich des optisch inaktiven Bereiches beziiglich des optisch
aktiven Bereiches um einen Winkel in einem Bereich wvon

o

ungefadhr 5 ° bis ungefdhr 360 gekrimmt werden,

beispielsweise um einen Winkel von gréBer oder gleich

o

ungefahr 90

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der gekrimmte,
optisch inaktive Bereich eine der folgenden geometrischen

Formen aufweisen oder derart eingerichtet werden: ein Haken,
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beispielsweise ein Widerhaken, eine Ose, ein Loch, ein Stift,

ein Pin, eine Zunge.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das
optoelektronische Bauelement derart ausgebildet werden, dass
der optisch inaktive Bereich elektrisch mit dem optisch

aktiven Bereich verbunden ist.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch
inaktive Bereich derart eingerichtet werden, dass der optisch
aktive Bereich mittels der schliissigen Verbindung elektrisch

kontaktiert wird.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der optisch
inaktive Bereich derart ausgebildet werden, dass die
schliissige Verbindung eine mechanische Fixierung und/oder
eine elektrische Kontaktierung des optoelektronischen

Bauelementes ausbildet.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann der Trager des
optisch aktiven Bereiches mechanisch flexibel ausgebildet

sein, beispielsweise biegbar.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das
optoelektronische Bauelement wenigstens zwei optisch inaktive

Bereiche aufweisen.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kénnen die wenigstens
zwel optisch inaktiven Bereiche unterschiedlich gekrimmt

werden.

In einer Ausgestaltung des Verfahrens kénnen die Krimmungen
von wenigstens zweil optisch inaktiven Bereichen komplementar

zueinander eingerichtet werden.
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In einer Ausgestaltung des Verfahrens kann das
optoelektronische Bauelement als organische Leuchtdiode

und/oder organische Solarzelle ausgebildet werden.

In verschiedenen Ausfihrungsformen wird eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung bereitgestellt, die
optoelektronische Bauelementevorrichtung aufweisend: ein
optoelektronisches Bauelement gemdl einer der der oben
beschriebenen Ausfihrungsformen eines optoelektronischen
Bauelementes und einen Halter zum mechanischen Fixieren
und/oder elektrischen Kontaktieren des optoelektronischen

Bauelementes.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann ein optisches Bauelement im
Strahlengang der elektromagnetischen Strahlung, die von dem
optoelektronischen Bauelement aufgenommen und/oder
bereitgestellt wird, ausgebildet sein, beispielsweise

angeordnet sein.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann das optische Bauelement eine
Linse, beispielsweise einen Mikrolinsen-Verbund (microlense
array); einen Filter, beispielsweise einen Farbfilter,
beispielsweise einen UV-Schutz oder einen
Polarisationsfilter; eine Verzdgerungsplate oder einen

Wellenld@ngenkonverter oder ahnliches aufweisen.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann das optische Bauelement an dem

Halter fixiert sein.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter als ein Teil des

optischen Bauelementes eingerichtet sein.
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In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung ferner mindestens eine elektronische
Komponente des optoelektronischen Bauelementes aufweisen. Die
elektronischen Komponenten kdnnen beispielsweise
Treiberelektronik des optoelektronischen Rauelementes
aufweisen, beispielsweise AC/DC-Wandler und/oder DC/DC-

Wandler, Dimmer, beispielsweise Phasen-Dimmer.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung koénnen der optisch aktive Bereich und
der optisch inaktive Bereich relativ derart zueinander
angeordnet sind, dass zwischen ihnen ein Hohlraum gebildet
ist; wobei die elektronische Komponente in dem Hohlraum

angeordnet ist.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter zum elektrischen
Kontaktieren des optisch aktiven Bereiches des

optoelektronischen Bauelementes eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter als Bussystem des

optoelektronischen Bauelementes eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter als ein Bereich eines
optisch inaktiven Bereiches eines weiteren
optoelektronischen Bauelementes eingerichtet sein,
beispielsweise eines benachbarten optoelektronischen
Bauelementes, beispielswiese indem die gekrimmten, optisch
inaktiven Bereiche der optoelektronischen Rauelemente
wenigstens teilweise komplementdr zueinander eingerichtet

sind.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen

Bauelementevorrichtung kann der Halter eine Form aufweisen
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aus der Gruppe der Formen: eine Schiene, beispielsweise eine
DIN(DIN: Deutsche Industrie Norm)-Schiene, ein Kanal,
beispielsweise ein Kabelkanal, eine Klemmvorrichtung oder

adhnliches.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter derart eingerichtet
sein, dass an die mehreren gekrimmten, optisch inaktiven
Bereiche unterschiedliche elektrische Potentiale angelegt

sind.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter derart eingerichtet
sein, dass mehrere optoelektronische Bauelemente

gleichzeitig schlissig mit dem Halter verbunden sind.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann der Halter wenigstens teilweise
komplementar zu dem optoelektronischen Bauelement geformt
sein, beispielsweise komplementar zu dem gekriimmten, optisch

inaktiven Bereich.

In einer Ausgestaltung der optoelektronischen
Bauelementevorrichtung kann die optoelektronische
Bauelementevorrichtung als organische Beleuchtung und/oder

organische Solarzelle eingerichtet sein.

Ausfihrungsbeispiele der Erfindung sind in den Figuren

dargestellt und werden im Folgenden naher erlautert.
Es zeigen
Figur 1 eine schematische Querschnittsansicht eines

optoelektronischen Bauelementes, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen;
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Figur 2a-d schematische Ansichten optoelektronischer
Bauelemente, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen;

Figur 3a-c schematische Querschnittsansichten
optoelektronischer Bauelemente, gemil

verschiedenen Ausgestaltungen;

Figur 4a-b schematische Querschnittsansichten eines
optoelektronischen Bauelementes, gemal

verschiedenen Ausgestaltungen; und

Figur 5 eine schematische Querschnittsansicht
optoelektronischer Bauelemente, gemil

verschiedenen Ausgestaltungen.

In der folgenden ausfiihrlichen Beschreibung wird auf die
beigefiigten Zeichnungen Bezug genommen, die Teil dieser
bilden und in denen zur Veranschaulichung spezifische
Ausfihrungsformen gezeigt sind, in denen die Erfindung
ausgeiibt werden kann. In dieser Hinsicht wird
Richtungsterminologie wie etwa ,oben“, ,unten"“, ,vorneY,
,hinten™, ,vorderes"™, ,hinteres™, usw. mit Bezug auf die
Orientierung der beschriebenen Figur (en) verwendet. Da
Komponenten von Ausfihrungsformen in einer Anzahl
verschiedener Orientierungen positioniert werden konnen,
dient die Richtungsterminologie zur Veranschaulichung und ist
auf keinerlei Weise einschrankend. Es versteht sich, dass
andere Ausfihrungsformen benutzt und strukturelle oder
logische Anderungen vorgenommen werden kénnen, ohne von dem
Schutzumfang der vorliegenden Erfindung abzuweichen. Es
versteht sich, dass die Merkmale der hierin beschriebenen
verschiedenen beispielhaften Ausfihrungsformen miteinander
kombiniert werden konnen, sofern nicht spezifisch anders
angegeben. Die folgende ausfilhrliche Beschreibung ist deshalb

nicht in einschrankendem Sinne aufzufassen, und der
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Schutzumfang der vorliegenden Erfindung wird durch die

angefligten Anspriche definiert.

Im Rahmen dieser Beschreibung werden die Begriffe
"verbunden", "angeschlossen" sowie "gekoppelt" verwendet zum
Beschreiben sowohl einer direkten als auch einer indirekten
Verbindung, eines direkten oder indirekten Anschlusses sowie
einer direkten oder indirekten Kopplung. In den Figuren
werden identische oder &hnliche Elemente mit identischen

Bezugszeichen versehen, soweit dies zweckmalig ist.

Fig.l zeigt eine schematische Querschnittsansicht eines
optoelektronischen Bauelementes, gemdl verschiedenen

Ausfihrungsbeispielen.

Das optoelektronische Bauelement 100, beispielsweise ein
elektromagnetische Strahlung bereitstellendes elektronisches
Bauelement 100, beispielsweise ein lichtemittierendes
Bauelement 100, beispielsweise in Form einer organischen
Leuchtdiode 100 kann einen Trager 102 aufweisen. Der

Trager 102 kann beispielsweise als ein Tradgerelement fir
elektronische Elemente oder Schichten, beispielsweise
lichtemittierende Elemente, dienen. Beispielsweise kann der
Trager 102 Glas, Quarz, und/oder ein Halbleitermaterial oder
irgendein anderen geeigneten Stoff aufweisen oder daraus
gebildet sein. Ferner kann der Trager 102 eine
Kunststofffolie oder ein Laminat mit einer oder mit mehreren
Kunststofffolien aufweisen oder daraus gebildet sein. Der
Kunststoff kann ein oder mehrere Polyolefine (beispielsweise
Polyethylen (PE) mit hoher oder niedriger Dichte oder
Polypropylen (PP)) aufweisen oder daraus gebildet sein.
Ferner kann der Kunststoff Polyvinylchlorid (PVC), Polystyrol
(PS), Polyester und/oder Polycarbonat (PC),
Polyethylenterephthalat (PET), Polyethersulfon (PES) und/oder
Polyethylennaphthalat (PEN) aufweisen oder daraus gebildet
sein. Der Trager 102 kann eines oder mehrere der oben

genannten Stoffe aufweisen.
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Der Trager 102 kann ein Metall oder eine Metallverbindung
aufweisen oder daraus gebildet sein, beigspielsweise Kupfer,
Silber, Gold, Platin oder &ahnliches.

Ein Trager 102 aufweisend ein Metall oder eine
Metallverbindung kann auch als eine Metallfolie oder eine

Metall-beschichtete Folie ausgebildet sein.

Der Trager 102 kann transluzent oder sogar transparent

ausgefiihrt sein.

Unter dem Begriff ,transluzent™ bzw. ,transluzente Schicht™
kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen verstanden
werden, dass eine Schicht fir Licht durchlassig ist,
beispielsweise fiir das von dem Lichtemittierenden Bauelement
erzeugte Licht, beigpielsweise einer oder mehrerer
Wellenlangenbereiche, beispielsweise fiir Licht in einem
Wellenldngenbereich des sichtbaren Lichts (beispielsweise
zumindest in einem Teilbereich des Wellenldngenbereichs von
380 nm bis 780 nm). Beispielsweise ist unter dem Begriff
stransluzente Schicht™ in verschiedenen Ausfihrungsbeispielen
zu verstehen, dass im Wesentlichen die gesamte in eine
Struktur (beispielsweise eine Schicht) eingekoppelte
Lichtmenge auch aus der Struktur (beispielsweise Schicht)
ausgekoppelt wird, wobei ein Teil des Licht hierbei gestreut

werden kann

Unter dem Begriff ,transparent™ oder ,transparente Schicht™
kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen verstanden
werden, dass eine Schicht flir Licht durchlédssig ist
(beispielsweise zumindest in einem Teilbereich des
Wellenlangenbereichs von 380 nm bis 780 nm), wobei in eine
Struktur (beispielsweise eine Schicht) eingekoppeltes Licht
im Wesentlichen ohne Streuung oder Lichtkonversion auch aus
der Struktur (beispielsweise Schicht) ausgekoppelt wird.

Somit ist ,transparent™ in verschiedenen
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Ausfihrungsbeispielen als ein Spezialfall von ,transluzent®™

anzusehen.

Fir den Fall, dass beispielsweise ein lichtemittierendes
monochromes oder im Emissionsspektrum begrenztes
elektronisches Bauelement bereitgestellt werden soll, ist es
ausreichend, dass die optisch transluzente Schichtenstruktur
zumindest in einem Teilbereich des Wellenladngenbereichs des
gewiinschten monochromen Lichts oder fir das begrenzte

Emissionsspektrum transluzent ist.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann die organische
Leuchtdiode 100 (oder auch die lichtemittierenden Rauelemente
gemall den oben oder noch im Folgenden beschriebenen
Ausfihrungsbeispielen) als ein so genannter Top- und Bottom-
Emitter eingerichtet sein. Ein Top- und/oder Bottom-Emitter
kann auch als optisch transparentes Bauelement,
beispielsweise eine transparente organische Leuchtdiode,

bezeichnet werden.

Auf oder iUber dem Trager 102 kann in verschiedenen
Ausfiihrungsbeispielen optional eine Barriereschicht 104
angeordnet sein. Die Barriereschicht 104 kann eines oder
mehrere der folgenden Stoffe aufweisen oder daraus bestehen:
Aluminiumoxid, Zinkoxid, Zirkoniumoxid, Titanoxid,
Hafniumoxid, Tantaloxid Lanthaniumoxid, Siliziumoxid,
Siliziumnitrid, Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid,
Indiumzinkoxid, Aluminium-dotiertes Zinkoxid, sowie
Mischungen und Legierungen derselben. Ferner kann die
Barriereschicht 104 in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen
eine Schichtdicke aufweisen in einem Bereich von ungefdhr 0,1
nm (eine Atomlage) bis ungefahr 5000 nm, beispielsweise eine
Schichtdicke in einem RBRereich von ungefahr 10 nm bis ungefahr

200 nm, beispielsweise eine Schichtdicke von ungefdhr 40 nm.

Auf oder Uber der Barriereschicht 104 kann ein elektrisch

aktiver Bereich 106 des lichtemittierenden Bauelements 100
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angeordnet sein. Der elektrisch aktive Bereich 106 kann als
der Bereich des lichtemittierenden Rauelements 100 verstanden
werden, in dem ein elektrischer Strom zum Betrieb des
lichtemittierenden Bauelements 100 flieBt. In verschiedenen
Ausfihrungsbeispielen kann der elektrisch aktive Bereich 106
eine erste Elektrode 110, eine zweite Elektrode 114 und eine
organische funktionelle Schichtenstruktur 112 aufweisen, wie

sie im Folgenden noch naher erlautert werden.

So kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen auf oder {ber
der Barriereschicht 104 (oder, wenn die Barriereschicht 104
nicht vorhanden ist, auf oder iUber dem Trager 102) die erste
Elektrode 110 (beispielsweise in Form einer ersten
Elektrodenschicht 110) aufgebracht sein. Die erste Elektrode
110 (im Folgenden auch als untere Elektrode 110 bezeichnet)
kann aus einem elektrisch leitfdhigen Stoff gebildet werden
oder sein, wie beispielsweise aus einem Metall oder einem
leitfahigen transparenten Oxid (transparent conductive oxide,
TCO) oder einem Schichtenstapel mehrerer Schichten desselben
Metalls oder unterschiedlicher Metalle und/oder desselben TCO
oder unterschiedlicher TCOs. Transparente leitfadhige Oxide
sind transparente, leitfdhige Stoffe, beispielsweise
Metalloxide, wie beispielsweise Zinkoxid, Zinnoxid,
Cadmiumoxid, Titanoxid, Indiumoxid, oder Indium-Zinn-Oxid
(ITO) . Neben bindren Metallsauerstoffverbindungen, wie
beispielsweise Zn0O, 3n0», oder Inp03 gehdren auch ternare
Metallsauerstoffverbindungen, wie beispielsweise AlZnO,
Zn»Sn0y4, CdSnO3, ZnsSnO3, MglInoOy4, GalInO3, ZnpInoOs oder
IngSn3012 oder Mischungen unterschiedlicher transparenter

leitfahiger Oxide zu der Gruppe der TCOs und koénnen in
verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen eingesetzt werden.
Weiterhin entsprechen die TCOs nicht zwingend einer
stéchiometrischen Zusammensetzung und konnen ferner p-dotiert

oder n-dotiert sein.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann die erste

Elektrode 110 ein Metall aufweisen; beispielsweise Ag, Pt,
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Au, Mg, Al, Ba, In, Ag, Au, Mg, Ca, Sm oder Li, sowie

Verbindungen, Kombinationen oder Legierungen dieser Stoffe.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann die erste
Elektrode 110 gebildet werden von einem Schichtenstapel einer
Kombination einer Schicht eines Metalls auf einer Schicht
eines TCOs, oder umgekehrt. Ein Beispiel ist eine
Silberschicht, die auf einer Indium-Zinn-0Oxid-Schicht (ITO)
aufgebracht ist (Ag auf ITO) oder ITO-Ag-ITO Multischichten.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann die erste
Elektrode 110 eines oder mehrere der folgenden Stoffe
alternativ oder zusatzlich zu den oben genannten Stoffen
aufweisen: Netzwerke aus metallischen Nanodrahten und -
teilchen, beispielsweise aus Ag; Netzwerke aus Kohlenstoff-
Nanordhren; Graphen-Teilchen und -Schichten; Netzwerke aus
halbleitenden Nanodrahten.

Ferner kann die erste Elektrode 110 elektrisch leitfahige
Polymere oder Ubergangsmetalloxide oder elektrisch leitfdhige

transparente Oxide aufweisen.

In verschiedenen Ausfithrungsbeispielen konnen die erste
Elektrode 110 und der Trager 102 transluzent oder transparent
ausgebildet sein. In dem Fall, dass die erste Elektrode 110
ein Metall aufweist oder daraus gebildet ist, kann die erste
Elektrode 110 beispielsweise eine Schichtdicke aufweisen von
kleiner oder gleich ungefahr 25 nm, beispielsweise eine
Schichtdicke von kleiner oder gleich ungefdhr 20 nm,
beispielsweise eine Schichtdicke von kleiner oder gleich
ungefahr 18 nm. Weiterhin kann die erste Elektrode 110
beispielsweise Schichtdicke aufweisen von groler oder gleich
ungefahr 10 nm, beispielsweise eine Schichtdicke von groRer
oder gleich ungefahr 15 nm. In verschiedenen
Ausfiihrungsbeispielen kann die erste Elektrode 110 eine
Schichtdicke aufweisen in einem Rereich von ungefahr 10 nm

bis ungefahr 25 nm, beispielsweise eine Schichtdicke in einem
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Bereich von ungefadhr 10 nm bis ungefahr 18 nm, beispielsweise
eine Schichtdicke in einem Bereich von ungefahr 15 nm bis

ungefahr 18 nm.

Weiterhin kann fir den Fall, dass die erste Elektrode 110 ein
leitfahiges transparentes Oxid (TCO) aufweist oder daraus
gebildet ist, die erste Elektrode 110 beispielsweise eine
Schichtdicke aufweisen in einem Rereich von ungefahr 50 nm
bis ungefahr 500 nm, beispielsweise eine Schichtdicke in
einem Bereich von ungefahr 75 nm bis ungefahr 250 nm,
beispielsweise eine Schichtdicke in einem Bereich von

ungefahr 100 nm bis ungefahr 150 nm.

Ferner kann fiir den Fall, dass die erste Elektrode 110 aus
beispielsweise einem Netzwerk aus metallischen Nanodrahten,
beispielsweise aus Ag, die mit leitfahigen Polymeren
kombiniert sein konnen, einem Netzwerk aus Kohlenstoff-
Nanordhren, die mit leitfdhigen Polymeren kombiniert sein
kénnen, oder aus Graphen-Schichten und Kompositen gebildet
werden, die erste Elektrode 110 beispielsweise eine
Schichtdicke aufweisen in einem Bereich von ungefahr 1 nm bis
ungefahr 500 nm, beispielsweise eine Schichtdicke in einem
Bereich von ungefahr 10 nm bis ungefahr 400 nm,
beispielsweise eine Schichtdicke in einem Bereich von

ungefahr 40 nm bis ungefdhr 250 nm.

Die erste Elektrode 110 kann als Anode, also als
lécherinjizierende Elektrode ausgebildet sein oder als

Kathode, also als eine elektroneninjizierende Elektrode.

Die erste Elektrode 110 kann einen ersten elektrischen
Kontaktpad aufweisen, an den ein erstes elektrisches
Potential (bereitgestellt von einer Energiequelle (nicht
dargestellt), beispielsweise einer Stromguelle oder einer
Spannungsquelle) anlegbar ist. Alternativ kann das erste
elektrische Potential an den Trager 102 angelegt werden oder

sein und daritber dann mittelbar an die erste Elektrode 110
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angelegt werden oder sein. Das erste elektrische Potential
kann beispielsweise das Massepotential oder ein anderes

vorgegebenes Bezugspotential sein.

Weiterhin kann der elektrisch aktive BRereich 106 des
lichtemittierenden Bauelements 100 eine organische
funktionelle Schichtenstruktur 112 aufweisen, die auf oder
iber der ersten Elektrode 110 aufgebracht ist oder

ausgebildet wird.

Die organische funktionelle Schichtenstruktur 112 kann eine
oder mehrere Emitterschichten 118 aufweisen, beispielsweise
mit fluoreszierenden und/oder phosphoreszierenden Emittern,
sowie eine oder mehrere Lochleitungsschichten 116 (auch
bezeichnet als Lochtransportschicht (en) 120). In
verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen konnen alternativ oder
zusdtzlich eine oder mehrere Elektronenleitungsschichten 116
(auch bezeichnet als Elektronentransportschicht (en) 116)

vorgesehen sein.

Beispiele fiir Emittermaterialien, die in dem
lichtemittierenden Bauelement 100 gemal verschiedenen
Ausfiihrungsbeispielen fiir die Emitterschicht (en) 118
eingesetzt werden kdnnen, schlieBen organische oder
organometallische Verbindungen, wie Derivate von Polyfluoren,
Polythiophen und Polyphenylen (z.B. 2- oder 2,5-
substituiertes Poly-p-phenylenvinylen) sowie Metallkomplexe,
beispielsweise Iridium-Komplexe wie blau phosphoreszierendes
FIrPic (Bis(3,5-difluoro-2-(2-pyridyl)phenyl- (2-
carboxypyridyl)-iridium III), grin phosphoreszierendes
Ir(ppy)3 (Tris(2-phenylpyridin)iridium III), rot
phosphoreszierendes Ru (dtb-bpy)3*2 (PFg) (Tris[4,4’'-di-tert-
butyl-(2,27)-bipyridin]ruthenium(III) komplex) sowie blau
fluoreszierendes DPAVBi (4,4-Bis[4- (di-p-
tolylamino)styryl]biphenyl), griin fluoreszierendes TTPA
(9,10-Bis[N,N-di- (p-tolyl)-amino]anthracen) und rot
fluoreszierendes DCM2 (4-Dicyanomethylen)-2-methyl-6-
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julolidyl-9-enyl-4H-pyran) als nichtpolymere Emitter ein.
Solche nichtpolymeren Emitter sind beispielsweise mittels
thermischen Verdampfens abscheidbar. Ferner kdnnen
Polymeremitter eingesetzt werden, welche insbesondere mittels
eines nasschemischen Verfahrens, wie beispielsweise einem
Aufschleuderverfahren (auch bezeichnet als Spin Coating),

abscheidbar sind.

Die Emittermaterialien kdénnen in geeigneter Weise in einem

Matrixmaterial eingebettet sein.

Es ist darauf hinzuweisen, dass andere geeignete
Emittermaterialien in anderen Ausfihrungsbeispielen ebenfalls

vorgesehen sind.

Die Emittermaterialien der Emitterschicht(en) 118 des
lichtemittierenden Bauelements 100 konnen beispielsweise so
ausgewadhlt sein, dass das lichtemittierende Bauelement 100
WeiBlicht emittiert. Die Emitterschicht(en) 118 kann/kénnen
mehrere verschiedenfarbig (zum Beispiel blau und gelb oder
blau, grin und rot) emittierende Emittermaterialien
aufweisen, alternativ kann/koénnen die Emitterschicht (en) 118
auch aus mehreren Teilschichten aufgebaut sein, wie einer
blau fluoreszierenden Emitterschicht 118 oder blau
phosphoreszierenden Emitterschicht 118 , einer griin
phosphoreszierenden Emitterschicht 118 und einer rot
phosphoreszierenden Emitterschicht 118. Durch die Mischung
der verschiedenen Farben kann die Emission von Licht mit
einem weilen Farbeindruck resultieren. Alternativ kann auch
vorgesehen sein, im Strahlengang der durch diese Schichten
erzeugten Primdremission ein Konvertermaterial anzuordnen,
das die Primadrstrahlung zumindest teilweise absorbiert und
eine Sekundadrstrahlung anderer Wellenldnge emittiert, so dass
sich aus einer (noch nicht weiRen) Primdrstrahlung durch die
Kombination von primdrer Strahlung und sekunddrer Strahlung

ein weiler Farbeindruck ergibt.
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Die organische funktionelle Schichtenstruktur 112 kann
allgemein eine oder mehrere elektrolumineszente Schichten
aufweisen. Die eine oder mehreren elektrolumineszenten
Schichten kann oder kénnen organische Polymere, organische
Oligomere, organische Monomere, organische kleine, nicht-
polymere Molekiile (,small molecules™) oder eine Kombination
dieser Stoffe aufweisen. Reispielsweise kann die organische
funktionelle Schichtenstruktur 112 eine oder mehrere
elektrolumineszente Schichten aufweisen, die als
Lochtransportschicht 120 ausgefihrt ist oder sind, so dass
beispielsweise in dem Fall einer OLED eine effektive
Locherinjektion in eine elektrolumineszierende Schicht oder
einen elektrolumineszierenden BRereich ermdglicht wird.
Alternativ kann in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen die
organische funktionelle Schichtenstruktur 112 eine oder
mehrere funktionelle Schichten aufweisen, die als
Elektronentransportschicht 116 ausgefihrt ist oder sind, so
dass beispielsweise in einer OLED eine effektive
Elektroneninjektion in eine elektrolumineszierende Schicht
oder einen elektrolumineszierenden Bereich erméglicht wird.
Als Stoff fiur die Lochtransportschicht 120 konnen
beispielsweise tertidre Amine, Carbazolderivate, leitendes
Polyanilin oder Polyethylendioxythiophen verwendet werden. In
verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann oder kdnnen die eine
oder die mehreren elektrolumineszenten Schichten als

elektrolumineszierende Schicht ausgefihrt sein.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann die
Lochtransportschicht 120 auf oder lber der ersten Elektrode
110 aufgebracht, beispielsweise abgeschieden, sein, und die
Emitterschicht 118 kann auf oder lber der
Lochtransportschicht 120 aufgebracht sein, beispielsweise
abgeschieden sein. In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen
kann dir Elektronentransportschicht 116 auf oder iber der
Emitterschicht 118 aufgebracht, beispielsweise abgeschieden,

sein.
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In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann die organische

funktionelle Schichtenstruktur 112

Summe der Dicken wvon Lochtransportschicht (en)

Emitterschicht (en)

116)
beispielsweise
beispielsweise
beispielsweise
beispielsweise
beispielsweise

beispielsweise

eine
eine
eine
eine
eine

eine

eine Schichtdicke aufweisen

Schichtdicke
Schichtdicke
Schichtdicke
Schichtdicke
Schichtdicke
Schichtdicke

von

von

von

von

von

von

von

maximal
maximal
maximal
maximal
maximal
maximal

maximal

ungefahr
ungefahr
ungefahr
ungefahr
ungefahr
ungefahr

ungefahr

(also beispielsweise die
120 und

118 und Elektronentransportschicht (en)

1,5 pm,
1,2 pm,
1 pm,

800
500
400
300

nm,
nm,
nm,

nm.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann die organische

funktionelle Schichtenstruktur 112 beigspielsweise einen

Stapel von mehreren direkt lbereinander angeordneten

organischen Leuchtdioden

(OLEDs)

aufweisen,

wobei jede OQLED

beispielsweise eine Schichtdicke aufweisen kann von maximal

ungefahr
ungefahr
ungefahr 1 pm,
ungefahr
ungefahr
ungefahr

ungefahr

1,5 pm,
1,2 pm,

800 nm,
500 nm,
400 nm,
300 nm.

beispielsweise eine Schichtdicke von maximal

beispielsweise eine Schichtdicke von maximal

beispielsweise eine Schichtdicke von maximal

die organische funktionelle Schichtenstruktur 112

beispielsweise einen Stapel von zwei,

ilbereinander angeordneten OLEDs aufweisen,

beispielsweise eine Schichtdicke von maximal
beispielsweise eine Schichtdicke von maximal
beispielsweise eine Schichtdicke von maximal

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann

dreil oder vier direkt

in welchem Fall

beispielsweise organische funktionelle Schichtenstruktur 112

eine Schichtdicke aufweisen kann von maximal ungefdhr 3 pm.

Das lichtemittierende Bauelement 100 kann optional allgemein

weitere organische Funktionsschichten,

beispielsweise

angeordnet auf oder {iber der einen oder mehreren

Emitterschichten 118 oder auf oder iUber der oder den

Elektronentransportschicht (en)

dienen,

116 aufweisen,

die dazu

die Funktionalitat und damit die Effizienz des

lichtemittierenden Bauelements 100 weiliter zu verbessern.
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Auf oder {iber der organischen funktionellen Schichtenstruktur
112 oder gegebenenfalls auf oder lber der einen oder den
mehreren weiteren organischen funktionellen
Schichtenstrukturen kann die zweite Elektrode 114
(beispielsweise in Form einer zweiten Elektrodenschicht 114)

aufgebracht sein.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann die zweite
Elektrode 114 die gleichen Stoffe aufweisen oder daraus
gebildet sein wie die erste Elektrode 110, wobei in
verschiedenen Ausfihrungsbeispielen Metalle besonders

geeignet sind.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann die zweite
Elektrode 114 (beispielsweise fiir den Fall einer metallischen
zweiten Elektrode 114) beispielsweise eine Schichtdicke
aufweisen von kleiner oder gleich ungefdahr 50 nm,
beispielsweise eine Schichtdicke von kleiner oder gleich
ungefahr 45 nm, beispielsweise eine Schichtdicke von kleiner
oder gleich ungefahr 40 nm, beispielsweise eine Schichtdicke
von kleiner oder gleich ungefahr 35 nm, beispielsweise eine
Schichtdicke von kleiner oder gleich ungefdhr 30 nm,
beispielsweise eine Schichtdicke von kleiner oder gleich
ungefahr 25 nm, beispielsweise eine Schichtdicke von kleiner
oder gleich ungefahr 20 nm, beispielsweise eine Schichtdicke
von kleiner oder gleich ungefahr 15 nm, beispielsweise eine

Schichtdicke von kleiner oder gleich ungefahr 10 nm.

Die zweite Elektrode 114 kann allgemein in ahnlicher Weise
ausgebildet werden oder sein wie die erste Elektrode 110,
oder unterschiedlich zu dieser. Die zweite Elektrode 114 kann
in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen aus einem oder
mehreren der Stoffe und mit der jeweiligen Schichtdicke
ausgebildet sein oder werden, wie oben im Zusammenhang mit
der ersten Elektrode 110 beschrieben. In verschiedenen
Ausfihrungsbeispielen sind die erste Elektrode 110 und die

zweite Elektrode 114 beide transluzent oder transparent
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ausgebildet. Somit kann das in Fig.l dargestellte
lichtemittierende Bauelement 100 als Top- und Bottom-Emitter
(anders ausgedriickt als transparentes lichtemittierendes

Bauelement 100) ausgebildet sein.

Die zweite Elektrode 114 kann als Anode, also als
lécherinjizierende Elektrode ausgebildet sein oder als

Kathode, also als eine elektroneninjizierende Elektrode.

Die zweite Elektrode 114 kann einen zweiten elektrischen
Anschluss aufweisen, an den ein zweites elektrisches
Potential (welches unterschiedlich ist zu dem ersten
elektrischen Potential), bereitgestellt von der
Energiequelle, anlegbar ist. Das zweite elektrische Potential
kann beispielsweise einen Wert aufweisen derart, dass die
Differenz zu dem ersten elektrischen Potential einen Wert in
einem Bereich von ungefdahr 1,5 V bis ungefahr 20 V aufweist,
beispielsweise einen Wert in einem Bereich von ungefdhr 2,5 V
bis ungefahr 15 V, beispielsweise einen Wert in einem Bereich

von ungefdhr 3 V bis ungefahr 12 V.

Auf oder iUber der zweiten Elektrode 114 und damit auf oder
Uber dem elektrisch aktiven Bereich 106 kann optional noch
eine Verkapselung 108, beispielsweise in Form einer
Barrierendinnschicht/Dinnschichtverkapselung 108 gebildet

werden oder sein.

Unter einer ,Barrierendinnschicht™ 108 bzw. einem ,Barriere-
Dinnfilm™ 108 kann im Rahmen dieser Anmeldung beispielsweise
eine Schicht oder eine Schichtenstruktur verstanden werden,
die dazu geeignet ist, eine Barriere gegeniiber chemischen
Verunreinigungen bzw. atmosphadrischen Stoffen, insbesondere
gegeniiber Wasser (Feuchtigkeit) und Sauerstoff, zu bilden.
Mit anderen Worten ist die BRarrierendinnschicht 108 derart
ausgebildet, dass sie von OLED-schadigenden Stoffen wie
Wasser, Sauerstoff oder Losemittel nicht oder héchstens zu

sehr geringen Anteilen durchdrungen werden kann.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048902 PCT/EP2013/069799

31

Gemdl einer Ausgestaltung kann die Barrierendinnschicht 108
als eine einzelne Schicht (anders ausgedriickt, als
Einzelschicht) ausgebildet sein. GemdB einer alternativen
Ausgestaltung kann die Barrierendinnschicht 108 eine Mehrzahl
von aufeinander ausgebildeten Teilschichten aufweisen. Mit
anderen Worten kann gemalB einer Ausgestaltung die
Barrierendinnschicht 108 als Schichtstapel (Stack)
ausgebildet sein. Die Barrierendinnschicht 108 oder eine oder
mehrere Teilschichten der Barrierendinnschicht 108 kénnen
beispielsweise mittels eines geeigneten Abscheideverfahrens
gebildet werden, z.B. mittels eines
Atomlagenabscheideverfahrens (Atomic Layer Deposition (ALD))
gemall einer Ausgestaltung, z.B. eines plasmaunterstiitzten
Atomlagenabscheideverfahrens (Plasma Enhanced Atomic Layer
Deposition (PEALD)) oder eines plasmalosen
Atomlageabscheideverfahrens (Plasma-less Atomic Layer
Deposition (PLALD)), oder mittels eines chemischen
Gasphasenabscheideverfahrens (Chemical Vapor Deposition
(CVD)) gemalB einer anderen Ausgestaltung, z.B. eines
plasmaunterstiitzten Gasphasenabscheideverfahrens (Plasma
Enhanced Chemical Vapor Deposition (PECVD)) oder eines
plasmalosen Gasphasenabscheideverfahrens (Plasma-less
Chemical Vapor Deposition (PLCVD)), oder alternativ mittels

anderer geeigneter Abscheideverfahren.

Durch Verwendung eines Atomlagenabscheideverfahrens (ALD)
kébnnen sehr dinne Schichten abgeschieden werden. Insbesondere
kébnnen Schichten abgeschieden werden, deren Schichtdicken im

Atomlagenbereich liegen.

Gemdl einer Ausgestaltung konnen bei einer
Barrierendiinnschicht 108, die mehrere Teilschichten aufweist,
alle Teilschichten mittels eines Atomlagenabscheideverfahrens
gebildet werden. Eine Schichtenfolge, die nur ALD-Schichten

aufweist, kann auch als ,Nanolaminat™ bezeichnet werden.
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Gemal einer alternativen Ausgestaltung kénnen bei einer
Barrierendiinnschicht 108, die mehrere Teilschichten aufweist,
eine oder mehrere Teilschichten der Barrierendinnschicht 108
mittels eines anderen Abscheideverfahrens als einem
Atomlagenabscheideverfahren abgeschieden werden,

beispielsweise mittels eines Gasphasenabscheideverfahrens.

Die Barrierendiinnschicht 108 kann gemaB einer Ausgestaltung
eine Schichtdicke von ungefahr 0.1 nm (eine Atomlage) bis
ungefahr 1000 nm aufweisen, beispielsweise eine Schichtdicke
von ungefahr 10 nm bis ungefahr 100 nm gemdal einer
Ausgestaltung, beispielsweise ungefahr 40 nm gemdl einer

Ausgestaltung.

Gemdl einer Ausgestaltung, bei der die Barrierendinnschicht
108 mehrere Teilschichten aufweist, kénnen alle Teilschichten
dieselbe Schichtdicke aufweisen. Gemal einer anderen
Ausgestaltung kdénnen die einzelnen Teilschichten der
Barrierendinnschicht 108 unterschiedliche Schichtdicken
aufweisen. Mit anderen Worten kann mindestens eine der
Teilschichten eine andere Schichtdicke aufweisen als eine

oder mehrere andere der Teilschichten.

Die Barrierendiinnschicht 108 oder die einzelnen Teilschichten
der Barrierendiinnschicht 108 kdnnen gemalB einer Ausgestaltung
als transluzente oder transparente Schicht ausgebildet sein.
Mit anderen Worten kann die Barrierendinnschicht 108 (oder
die einzelnen Teilschichten der Barrierendinnschicht 108) aus
einem transluzenten oder transparenten Stoff (oder einem

Stoffgemisch, die transluzent oder transparent ist) bestehen.

Gemdl einer Ausgestaltung kann die Barrierendinnschicht 108
oder (im Falle eines Schichtenstapels mit einer Mehrzahl von
Teilschichten) eine oder mehrere der Teilschichten der
Barrierendinnschicht 108 einen der nachfolgenden Stoffe
aufweisen oder daraus gebildet sein: Aluminiumoxid, Zinkoxid,

Zirkoniumoxid, Titanoxid, Hafniumoxid, Tantaloxid
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Lanthaniumoxid, Siliziumoxid, Siliziumnitrid,
Siliziumoxinitrid, Indiumzinnoxid, Indiumzinkoxid, Aluminium-
dotiertes Zinkoxid, sowie Mischungen und Legierungen
derselben. In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann die
Barrierendinnschicht 108 oder (im Falle eines
Schichtenstapels mit einer Mehrzahl von Teilschichten) eine
oder mehrere der Teilschichten der Barrierendinnschicht 108
ein oder mehrere hochbrechende Stoffe aufweisen, anders
ausgedriickt ein oder mehrere Stoffe mit einem hohen
Brechungsindex, beispielsweise mit einem Brechungsindex von

mindestens 2.

In einer Ausgestaltung kann die Abdeckung 126, beispielsweise
aus Glas, beispielsweise mittels einer Fritten-Verbindung
(engl. glass frit bonding/glass soldering/seal glass bonding)
mittels eines herkdmmlichen Glaslotes in den geometrischen
Randbereichen des organischen optoelektronischen Rauelementes

100 mit der Barrierediinnschicht 108 aufgebracht werden.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann auf oder lber der
Rarrierendinnschicht 108 ein Klebstoff und/oder ein
Schutzlack 124 vorgesehen sein, mittels dessen beispielsweise
eine Abdeckung 126 (beispielsweise eine Glasabdeckung 126)
auf der Barrierendinnschicht 108 befestigt, beispielsweise
aufgeklebt ist. In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen kann
die optisch transluzente Schicht aus Klebstoff und/oder
Schutzlack 124 eine Schichtdicke von groBer als 1 pm
aufweisen, beispielsweise eine Schichtdicke von mehreren um.
In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann der Klebstoff

einen Laminations-Klebstoff aufweisen oder ein solcher sein.

In die Schicht des Klebstoffs (auch bezeichnet als
Kleberschicht) kénnen in verschiedenen Ausfiithrungsbeispielen
noch lichtstreuende Partikel eingebettet sein, die zu einer
weiteren Verbesserung des Farbwinkelverzugs und der
Auskoppeleffizienz fihren kénnen. In verschiedenen

Ausfiihrungsbeispielen kdonnen als lichtstreuende Partikel
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beispielsweise dielektrische Streupartikel vorgesehen sein
wie beigpielsweise Metalloxide wie z.B. Siliziumoxid (5i02),
Zinkoxid (Zn0), Zirkoniumoxid (Zr02), Indium-Zinn-0xid (ITO)
oder Indium-Zink-0Oxid (IZ0), Galliumoxid (Gaz20a)
Aluminiumoxid, oder Titanoxid. Auch andere Partikel konnen
geeignet sein, sofern sie einen Brechungsindex haben, der von
dem effektiven Brechungsindex der Matrix der transluzenten
Schichtenstruktur verschieden ist, beispielsweise Luftblasen,
Acrylat, oder Glashohlkugeln. Ferner konnen beispielsweise
metallische Nanopartikel, Metalle wie Gold, Silber, Eisen-
Nanopartikel, oder dergleichen als lichtstreuende Partikel

vorgesehen sein.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann zwischen der
zweiten Elektrode 114 und der Schicht aus Klebstoff und/oder
Schutzlack 124 noch eine elektrisch isolierende Schicht
(nicht dargestellt) aufgebracht werden oder sein,
beispielsweise SiN, beispielsweise mit einer Schichtdicke in
einem Bereich von ungefdhr 300 nm bis ungefdhr 1,5 um,
beispielsweise mit einer Schichtdicke in einem Bereich wvon
ungefahr 500 nm bis ungefahr 1 pm, um elektrisch instabile
Stoffe zu schiitzen, beispielsweise wadhrend eines

nasschemischen Prozesses.

In verschiedenen Ausfihrungsbeispielen kann der Klebstoff
derart eingerichtet sein, dass er selbst einen Brechungsindex
aufweist, der kleiner ist als der Brechungsindex der
Abdeckung 126. Ein solcher Klebstoff kann beispielsweise ein
niedrigbrechender Klebstoff sein wie beispielsweise ein
Acrylat, der einen Brechungsindex von ungefahr 1,3 aufweist.
Weiterhin konnen mehrere unterschiedliche Kleber vorgesehen

sein, die eine Kleberschichtenfolge bilden.

Ferner ist darauf hinzuweisen, dass in verschiedenen
Ausfiihrungsbeispielen auch ganz auf einen Klebstoff 124
verzichtet werden kann, beispielsweise in Ausgestaltungen, in

denen die Abdeckung 126, beigpielsweise aus Glas, mittels
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beispielsweise Plasmaspritzens auf die Barrierendiinnschicht

108 aufgebracht werden.

In verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen koénnen/kann die
Abdeckung 126 und/oder der Klebstoff 124 einen Brechungsindex
(beispielsweise bei einer Wellenlange von 633 nm) von 1,55

aufweisen.

Ferner kodonnen in verschiedenen Ausfiihrungsbeispielen
zusatzlich eine oder mehrere Entspiegelungsschichten
(beispielsweise kombiniert mit der Verkapselung 108,
beispielsweise der Barrierendiinnschicht 108) in dem

lichtemittierenden Bauelement 100 vorgesehen sein.

Im Rahmen der Beschreibung der Fig.2 bis Fig.5 kdénnen die
Schichten iber oder auf dem Trager 102, als optisch aktive

Schichtenstruktur 128 verstanden werden.

Der optisch aktive Bereich 202 (nicht dargestellt) kann die
optisch aktive Schichtenstruktur 128 und den Trager 102

aufweisen.

Die optisch aktive Schichtenstruktur 128 kann wenigsten die
organisch funktionelle Schichtenstruktur 112 aufweisen oder
den elektrisch aktiven Bereich 106. Weitere Schichten,

beispielsweise die Verkapselung 114 kénne optional sein.

Im Rahmen der Beschreibung der Fig.2 bis Fig.5 kann der
optisch inaktive Bereich 204 (nicht dargestellt) einen
ahnlichen Schichtquerschnitt aufweisen wie der optisch aktive
Bereich 202, beispielswiese den gleichen Trager 102

aufweisen.

In einer Ausgestaltung kann der optisch inaktive Bereich 204
wie der optisch aktive Bereich 202 zum Aufnehmen oder
Bereitstellen von elektromagnetischer Strahlung eingerichtet

sein.



10

15

20

25

30

35

WO 2014/048902 PCT/EP2013/069799

36

Der Anteil der elektromagnetischen Strahlung, die von dem
optisch inaktiven Bereich 204 aufgenommen wird und/oder in
die Bildebene des optisch aktiven Bereiches 202
bereitgestellt wird, kann jedoch sehr gering sein beziiglich
der bereitgestellten elektromagnetischen Strahlung in der
Bildebene des optisch aktiven Bereiches. Dadurch kann ein
optisch randloses (randlos im Sinne von optisch inaktiv/nicht
sichtbarer Rand) optoelektronisches Bauelement 100

ausgebildet werden.

Fig.2a-d zeigt schematische Ansichten optoelektronischer

Bauelemente, gemalB verschiedenen Ausgestaltungen.

Fig.2a zeigt ein optoelektronisches Bauelement gemal einer
Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig. 1 mit einem optisch
aktiven Bereich 202 und einem optisch inaktiven Bereich 204

in einem geometrischen planaren Zustand.

Der optisch inaktiven Bereich 204 kann beispielsweise einen
oder mehrere elektrisch vereinzelte oder zusammenhangende

leitfahige Bereiche aufweisen, beispielsweise dhnlich einem
Leiterrahmen (leadframe) oder einer flexiblen Leiterplatine

(f1lexPCB); oder mehrere Kontaktpads aufweisen.

Die elektrisch leitfahigen Bereiche des optisch inaktiven
Bereiches 204 konnen zu einem elektrischen Kontaktieren des
optisch aktiven BRereiches 202 eingerichtet sein,
beispielsweise mit dem optisch aktiven Bereich 202 elektrisch

verbunden sein.

Ein Teil des optisch inaktiven Bereiches 204 kann
beispielsweise mit einer ersten Elektrode 206 und ein anderer
Teil des optisch inaktiven Bereiches 204 mit einer zweiten
Elektrode 208, elektrisch verbunden sein oder werden,

beispielsweis mit einer externen Spannungsquelle,
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beispielsweise mittels eines Halters gemal einer der

Ausgestaltungen der Beschreibungen der Fig.3 bis Fig.b5.

Fig.2b zeigt eine Ausgestaltung des optoelektronischen
Bauelementes der Fig. 2a in einem Zustand, bei dem ein

Bereich des optisch inaktiven Bereiches 204 gekrimmt ist.

Der optisch inaktiven Bereich 204 kann beispielsweise
beziiglich des optisch aktiven Bereiches 202 gekrimmt werden,
beispielsweise umgebogen werden - angedeutet mittels der
Pfeile 212.

Die Bildebene des optoelektronische Bauelementes kann derart
angeordnet sein, dass die elektromagnetische Strahlung, die
von dem optoelektronischen Bauelement bereitgestellt wird,
antiparallel zu der Faltungsrichtung 212 des optisch
inaktiven Bereiches 204 bereitgestellt wird - angedeutet
mittels des Pfeiles 210.

Das optoelektronische Bauelement 100 kann im optisch aktiven
Bereich beispielsweise als ein Bottom-Emitter, Top-Emitter
oder ein transparentes, optoelektronisches Bauelement

ausgebildet sein.

Das optoelektronische Bauelement kann derart ausgebildet
sein, dass der Trédger 102 und/oder der optisch inaktive
Bereich 204 nach dem Krimmen 212 formstabil eingerichtet

sind.

Fig.2c zeigt eine weitere Ausgestaltung eines
optoelektronischen Bauelementes, welches beispielsweise
fertigungsbedingt einen optisch inaktiven Bereich 204
aufweist, welcher den optisch aktiven Bereich 202 vollstandig

umgibt.
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Der optisch inaktiven Bereich 204 kann beispielsweise an
mehreren Bereichen gekriimmt werden, das heilt mehrere Faltung

aufweisen.

In einer Ausgestaltung kann der optisch inaktive Bereich 204
in mehrere Teilbereiche unterteilt werden, beispielsweise
eingeschnitten werden - angedeutet mittels der gestrichelten
Linien 222.

Die Teilbereiche des optisch inaktiven Bereiches kénnen
derart eingerichtet sein oder ausgebildet werden, dass sie
unabhdngig voneinander gekrimmt werden konnen, beispielsweise

mittels Einschneidens des Tragers 102 entlang der Linien 222.

Die mehreren gekrimmten Bereiche des optisch inaktiven
Bereiches 204 kodnnen beispielsweise Jjeweils elektrisch
leitfdhige Bereiche aufweisen, beispielsweise freigelegte

Kontaktpads aufweisen.

An die mehreren gekrimmten Bereiche des optisch inaktiven
Bereiches 204 konnen unterschiedliche elektrische Potentiale

angelegt oder ausgebildet werden.

In einer Ausgestaltung kdonnen beispielsweise
gegenliberliegende gekriimmte Bereiche des optisch inaktiven
Bereiches 204 ein ungefdhr gleiches elektrisches Potential
aufweisen, angedeutet mittels der elektrischen Kontakte 206,
208.

Dadurch kann, beigspielsweise mittels einer Reihenschaltung
mehrerer optoelektronischer Bauelemente, beispielsweise ein
OLED-Multi-Modul realisiert werden, wobei das OLED-Multi-

Modul keinen oder nur einen geringen Anteil optisch inaktiver

Bereiche im sichtbaren Bereich aufweist.
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Fig.2d zeigt eine Ausgestaltung des optoelektronischen
Bauelementes der Fig. 2c¢ in einem Zustand, bei dem mehrere

Bereiche des optisch inaktiven Bereiches 204 gekrimmt sind.

Die optisch inaktiven Bereiche 204 kénnen derart gekrimmt
sein oder werden, dass der Anteil des optisch aktiven
Bereiches 202 an der ,sichtbaren™ Oberflache des
optoelektronischen Bauelementes vergroBert wird, von der
elektromagnetische Strahlung 210 bereitgestellt und/oder

aufgenommen werden kann.

In einer Ausgestaltung kann der optisch inaktive Bereich 204
als nicht leuchtender Uberstand 204 einer flexiblen OLED 100
eingerichtet sein. Der nicht leuchtende Uberstand 204 kann

o

beispielsweise um ungefahr 90 gekrimmt werden,

beispielsweise gebogen werden.

Mit anderen Worten: der gekrimmte, optisch inaktive Bereich
204 kann eine Zunge beziglich des optisch aktiven Bereiches
bilden.

Fig.3a-c zeigen schematische Querschnittsansichten
optoelektronischer Bauelemente, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

Fig.3a zeigt einen gekrimmten Bereich des optisch inaktiven
Bereiches 204 eines optoelektronischen Bauelementes,
beispielsweise gemal einer der Ausgestaltung der
Beschreibungen der Fig.1l, beispielsweise gemdB einer

Ausgestaltung der Beschreibungen der Fig. 2.

Das optoelektronische Bauelement kann beispielsweise als ein
Bottom-Emitter eingerichtet sein und elektromagnetische
Strahlung durch den Trager 102 bereitstellen - angedeutet
mittels des Pfeiles 210. Der optisch aktive Bereich 202 kann
von dem optisch inaktiven Bereich 204 abgegrenzt sein,

beispielsweise in dem der optisch inaktive Bereich 204 keine
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optisch aktive Schichtstruktur 128 aufweist, beispielsweise
keinen elektrisch aktiven Bereich 106, beispielsweise keine
organisch funktionelle Schichtenstruktur 112 - Abgrenzung zum
optisch aktiven Bereich ist mittels der gestrichelten Linie

302 angedeutet.

In einer Ausgestaltung kann ein optisch inaktiver Bereich 204

einem geometrischen Randbereich des Tragers 102 entsprechen.

In einer Ausgestaltung kann ein elektrisch leitfdhiger,
optisch inaktiver Bereich 204 beispielsweise als elektrisch
leitfahiger Trager 102 realisiert sein, beispielsweise
ahnlich einem Leiterrahmen (leadframe), einer flexiblen
Leiterplatine (flexPCB), einer Metallfolie oder einer
elektrisch isolierenden Folie, die einen elektrisch
leitfahigen Stoff oder ein elektrisch leitfdhiges
Stoffgemisch aufweist, beispielsweise eine metallisierte
Kunststofffolie.

Der gekrimmte optisch inaktive Bereich 204 kann schliissig von
einem Halter 304 fixiert werden oder sein, beispielsweise
kraftschlissig, formschliissig und/oder stoffschlissig,
beispielsweise kann der Halter 304 eine Klemmvorrichtung
aufweisen (dargestellt) oder als eine Klemmvorrichtung

eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann der Halter 304 elektrisch
leitfahig sein und der optisch inaktive Bereich 204
elektrisch leitfahige Bereich aufweisen, beispielsweise

freigelegte Kontaktpads aufweisen.

Die freigelegten Kontaktpads des optisch inaktiven Bereiches
kénnen elektrisch mit einem oder mehreren Bereichen des
optisch aktiven Bereichs verbunden sein, beispielsweise mit
der ersten Elektrode 116 oder der zweiten Elektrode 120.
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Der elektrisch leitfdahige Bereich des optisch inaktiven
Bereiches 204 und der elektrisch leitfdhige Halter 304 konnen
einen korperlichen Kontakt aufweisen. Dadurch kann zusdtzlich
zu der mechanischen Fixierung des optoelektronischen
Bauelementes mittels des Halters 304 eine elektrische
Kontaktierung des optisch aktiven Bereiches 202 mittels des
optisch inaktiven Bereiches 204 und dem Halter 304 realisiert

werden.

Mittels des Krimmens 212 des optisch inaktiven Bereiches 204
kann der Anteil des optisch inaktiven Bereiches 204 im
sichtbaren Bereich des optoelektronischen Bauelementes

reduziert werden.

Der sichtbare Bereich kann als die Oberflédche des
optoelektronischen Bauelementes verstanden werden, von der
elektromagnetische Strahlung aufgenommen und/oder

bereitgestellt wird.

Fig.3b zeigt mehrere optoelektronische Bauelemente 312, 314,
316 die nebeneinander angeordnet sind und im Bereich der
gekrimmten, optisch inaktiven BRereiche 204 der
optoelektronischen Bauelemente 312, 314, 316 miteinander in
einem korperlichen Kontakt stehen, das heillt nebeneinander

angeordnet sind.

Die optoelektronischen Bauelemente 312, 314, 316 konnen
mittels der Halter 304, beispielsweise mittels der
Klemmvorrichtungen 304, mechanisch miteinander bzw.
aneinander fixiert werden und/oder elektrisch kontaktiert

werden, beispielsweise elektrisch in Reihe geschaltet werden.

Das mechanische Fixieren der optoelektronischen Bauelemente
312, 314, 316 kann beispielsweise mittels der Reibung der
optisch inaktiven Bereiche 204 der optoelektronischen
Bauelement 312, 314, 316 verstarkt werden. Der Halter 304

kann derart eingerichtet sein, dass die Haftreibung der
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optisch inaktiven Bereiche 204 zwischen den
optoelektronischen Bauelemente 312-314, 314-316, die in einem
korperlichen Kontakt stehenden, erhdht wird, beispielsweise
indem der Halter 304 eine gefederte Vorrichtung aufweist oder
als solche eingerichtet ist. Beim VergroRern des Abstandes
der gefederten Vorrichtung, beispielsweise der
Klemmvorrichtung 304, beispielsweise beim Einfihren der
gekrimmten, optisch inaktiven Bereiche 204 der benachbarten
optoelektronischen Bauelemente 312, 314, 316 in die
Klemmvorrichtung 304, kann eine rickstellende Kraft
ausgebildet werden, welche den Anpressdruck der im
kérperlichen Kontakt stehenden optoelektronischen Bauelemente
erhdéht. Dadurch kann die mechanische Fixierung der

optoelektronischen Bauelemente 312, 314, 316 erhdoht werden.

Mit anderen Worten: die Zungen 204, d.h. die optisch
inaktiven Bereiche 204, mehrerer optoelektronischer
Bauelemente kdénnen in die Klemmvorrichtung eines Halters 304

eingebracht werden.

Je nach Anordnung der Kontaktmetallisierungen, beispielsweise
gemadll der Beschreibung der Fig.2, auf oder Uber den optisch
inaktiven Bereichen 204, beispielsweise auf oder iiber dem
Trager 102, kann beispielsweise auf technisch einfache Weise
ein OLED-Multi-Modul mit mehreren verschalteten
optoelektronischen Bauelementen 312, 314, 316 realisiert

werden.

Fig.3c zeigt, adhnlich der Ausgestaltung der Fig. 3b, mehrere
optoelektronische Bauelemente 322, 324, 326 mit gekrimmten,
optisch inaktiven Bereichen 204, die mittels Halter 304

mechanisch fixiert und/oder elektrisch kontaktiert sind.

Abweichend von der Ausgestaltung der Beschreibung Fig.3b kann
der optisch inaktiven Bereich 204 beziiglich des optisch

aktiven Bereiches 202 um einen Winkel gréBer oder kleiner
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gebogen werden oder sein, beispielsweise um

(dargestellt).

o

ungefahr 90

o

ungefahr 120

Weiterhin konnen die optoelektronischen Bauelemente 322, 324,

326 als Top-Emitter (dargestellt) eingerichtet sein.

Weiterhin kann der Halter 304 bzw. kdnnen die Halter 304
beispielsweise ahnlich einer Schiene eingerichtet sein und
mittels des Formschlusses der optoelektronischen Bauelemente,
die mit einem Halter 304 verbunden werden, an den
optoelektronischen Bauelementen bzw. mittels der

optoelektronischen Bauelemente fixiert werden.

Eine kraftschliissige Verbindung eines Halters 304 mit
mehreren optisch inaktiven BRereichen 204 direkt benachbarter
optoelektronischer Bauelemente kann mittels einer klemmenden
Ausgestaltung des Halters 304 und der optisch inaktiven
Bereiche 204 realisiert werden - angedeutet mittels der
Pfeile 328.

Mit anderen Worten: in einer Ausgestaltung kann der Halter
304 nicht selbsttragend eingerichtet sein, sondern mittels
der schliissigen Verbindung mit mehreren optoelektronischen

Bauelementen fixiert werden.

Fig.4a-b zeigen schematische Querschnittsansichten eines
optoelektronischen Bauelementes, gemdl verschiedenen

Ausgestaltungen.

Fig.4a zeigt ein optoelektronisches Bauelement dhnlich einer
Ausgestaltung der Beschreibung 100 mit gekrimmten, optisch
inaktiven Bereichen 204 vor dem Aufbringen des

optoelektronischen Bauelementes auf einen Halter 402.

Die gekrimmten, optisch inaktiven Bereiche 204 des
optoelektronischen Bauelementes konnen beispielsweise

beziiglich des optisch aktiven Bereiches 202 eine Krimmung
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aufweisen. Dadurch kann nach dem

o

grdélBer ungefahr 90
Aufbringen des optoelektronischen Bauelementes auf den Halter
402 der optisch inaktiven Bereich 204 eine kraftschlissige

Verbindung mit dem Halter 402 ausbilden.

Der Halter 402 kann beispielsweise einen wenigstens teilweise
komplementdren geformtem Bereich aufweisen, welcher zu einer
formschliissigen Verbindung mit dem optoelektronischen
Bauelement, beispielsweise dem gekriimmten optisch inaktiven

Bereich 204, eingerichtet ist.

In einer Ausgestaltung kann der Halter 402 beispielsweise als

Adapter 402 oder Sockel 402 eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann der Halter 402 im Bereich des
korperlichen Kontaktes mit dem optoelektronischen Bauelement,
beispielsweise dem optisch inaktiven Bereich 204, elektrisch

leitfdhige Bereiche aufweisen, beispielsweise Kontaktpads.

Die elektrisch leitfdahigen Bereiche 404 des Halters 402
konnen beispielsweise als Elektroden 404 und/oder

Kontaktpads 404 fiir ein elektrisches Kontaktieren des optisch
aktiven Bereiches 202 des optoelektronischen Bauelementes

eingerichtet sein.

In einer Ausgestaltung kann das optoelektronische Bauelement
beispielsweise als ein Top-Emitter eingerichtet sein und auf

oder lber einen Halter 402 aufgebracht werden.

Fig.4b zeigt ein optoelektronisches Bauelement gemal
verschiedenen Ausgestaltungen, welches elektromagnetische
Strahlung bereitstellt - angedeutet mittels des Pfeils 210,
in einem korperlichen Kontakt mit einem Halter 402. Der
Halter 402 kann beispielsweise dhnlich dem Halter 402 der
Fig.4a eingerichtet sein. Das optoelektronische Bauelement

kann beispielsweise dhnlich einer der Ausgestaltungen der
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Bestrahlung Fig. 1 eingerichtet sein, beispielsweise als ein

Top-Emitter.

Das optoelektronische Bauelement kann auf oder lber dem
Halter 402 mechanisch fixiert und/oder elektrisch kontaktiert
werden. Das mechanische Fixieren und/oder elektrische
kontaktieren kann mittels des Formschlusses und/oder des
Kraftschlusses des optisch inaktiven Bereiches mit dem
wenigstens teilweise komplementdr geformten Bereich des

Halters 402 zur formschlissigen Verbindung realisiert sein.

Fig.5 zeigt eine schematische Querschnittsansicht
optoelektronischer Bauelemente, gemall verschiedenen

Ausgestaltungen.

Fig. 5 zeigt schematisch mehrere optoelektronische
Bauelemente, die beispielsweise als Top-Emitter eingerichtet
sind, die elektromagnetische Strahlung in Richtung des Pfeils
210 bereitstellen.

In einer Ausgestaltung kann ein optoelektronisches Bauelement
wenigstens zwei optisch inaktive Bereiche 204 aufweisen,
wobei die wenigstens zweili optisch inaktiven Bereiche 204
unterschiedlich gekrimmt sind, beispielsweise im gekrimmten
Zustand eine unterschiedliche geometrische Struktur

aufweisen.

In einer Ausgestaltung kodonnen die unterschiedlich gekriimmten,
optisch inaktiven Bereiche 204 eines optoelektronischen
Bauelementes derart ausgebildet sein, dass sie zur
formschltissigen und/oder kraftschliissigen Verbindung mit
direkt benachbarten, ahnlich ausgebildeten,
optoelektronischen Bauelementen eingerichtet sind,
beispielsweise komplementdr zueinander ausgebildet sind,

beispielsweise komplementdr zueinander gebogene Metallfolien.
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Dadurch kann eine Verbindungsmittel-freie, schliissige
Verbindungen mehrerer optoelektronischer Bauelemente 512,
514, 516 miteinander realisiert werden, beispielsweise ohne
eine Haltevorrichtung, beispielsweise ahnlich einer
Ausgestaltung eines Halters der BReschreibungen der Fig.2,

Fig.3 oder Fig.4.

Mit anderen Worten: In einer Ausgestaltung kdnnen dhnlich
ausgebildete bzw. eingerichtete, benachbarte
optoelektronische Bauelemente als Halter 304 fir ein

optoelektronisches Bauelement wirken.

In verschiedenen Ausfihrungsformen werden ein
optoelektronisches Bauelement, ein Verfahren zum Herstellen
eines optoelektronischen Bauelementes und eine
optoelektronische Bauelementevorrichtung bereitgestellt, mit
denen es moglich ist ein optoelektronisches Bauelement mit
einem relativ groReren optisch aktiven Bereich, mechanisch zu

fixieren und elektrisch zu kontaktieren.

Dadurch kénnen beispielsweise mechanisch flexible OLEDs
kontaktiert und mechanisch gehalten werden. Zusatzlich kann
der Randbereich, das heilt der optisch inaktiven Bereich, der
OLEDs minimiert werden, beispielsweise hin zu einer randlosen
Modularisierung grdBerer Leuchtfldchen. Dadurch kann ein
hoherer Fullfaktor der Leuchtflache realisiert werden.
Zusatzlich kann das optoelektronische Bauelement einfacher
kontaktiert und fixiert werden. Weiterhin kann mittels der
mechanischen Fixierung die optisch aktive Flache des
optoelektronischen Bauelementes versteift werden, wodurch
planbare oder geometrisch erhabene Leuchtfldchen, das heillt

geformte Leuchtfldchen, realisiert werden konnen.
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Patentanspriiche

Optoelektronisches Bauelement (100) aufweisend:

einen Trager (102), einen optisch aktiven Bereich (202)

und einen optisch inaktiven Bereich (204) auf oder iber

dem Trager (102),

] wobei der Trager (102) im optisch inaktiven BRereich
(204) wenigstens teilweise gekrimmt ist;

° wobei der gekrimmte Tradger (102) im optisch
inaktiven Bereich (204) zu einem kraftschliissigen
Verbinden oder einer Faltungsverbindung des
optoelektronischen Bauelementes (100) eingerichtet

ist.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemal Anspruch 1,
wobei der optisch aktive Bereich (202) eine optisch

aktive Schichtenstruktur (128) aufweist.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemal einem der
Anspriche 1 oder 2,
wobei der optisch inaktive Bereich (204) den optisch

aktiven Bereich (202) wenigsten teilweise umgibt.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemal einem der
Anspriche 1 bis 3,

wobeil wenigstens ein Bereich des optisch inaktiven
Bereiches (204) bezliglich der Bildebene des
optoelektronischen Bauelementes (100) hingekrimmt

und/oder weggekrummt ist.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemal einem der
Anspriche 1 bis 4,

wobei die Krimmung wenigstens eines Bereiches des
gekrimmten, optisch inaktiven Bereiches (204) bezliglich
des optisch aktiven Bereiches (202) einen Winkel von

groRer oder gleich ungefdahr 90 ° aufweist.
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Optoelektronisches Bauelement (100) gemal einem der
Anspriche 1 bis 5,
wobei der optisch inaktive Bereich (204) derart
eingerichtet ist, dass der optisch aktive Bereich (202)
mittels der kraftschliissigen Verbindung oder der

Faltungsverbindung elektrisch kontaktiert wird.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemal einem der
Anspriche 1 bis o,

wobei der optisch inaktive Bereich (204) derart
eingerichtet ist, dass die kraftschlissige Verbindung
oder die Faltungsverbindung eine mechanische Fixierung
und/oder eine elektrische Kontaktierung des

optoelektronischen Bauelementes (100) ausbildet.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemdB einem der
Anspriche 1 bis 7,

wobei das optoelektronische Rauelement (100) wenigstens
zwel optisch inaktive Bereiche (204) aufweist, wobei die
wenigstens zwei optisch inaktiven Bereiche (204) eine

unterschiedliche Krimmung aufweisen.

Optoelektronisches Bauelement (100) gemal einem der
Anspriche 1 bis 8,

wobei das optoelektronische Bauelement (100) als
organische Leuchtdiode (100) und/oder organische

Solarzelle (100) eingerichtet ist.

Verfahren zum Herstellen eines optoelektronischen

Bauelementes (100), das Verfahren aufweisend:

] Ausbilden eines optoelektronischen Bauelementes
(100), wobei das optoelektronische Bauelement (100)
einen optisch aktiven Bereich (202) und einen
optisch inaktiven Bereich (204) auf oder iUber einem
Trager (102) aufweist,

] Krimmen (212) des Tragers (102) im optisch inaktiven

Bereich (204) bezliglich des Tragers (102) im optisch
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aktiven Bereich (202), wobei der gekrimmte Trager
(102) im optisch inaktiven Bereich (204) zu einem
kraftschliissigen Verbinden oder einer
Faltungsverbindung des optoelektronischen

Bauelementes (100) eingerichtet ist.

Verfahren gemdl Anspruch 10,
wobei das Ausbilden des optisch aktiven Bereiches (202)
das Ausbilden einer optisch aktiven Schichtenstruktur

(128) auf oder iUber dem Trager (102) aufweist.

Verfahren gemdl Anspruch 11,
wobei der optisch inaktive Bereich (204) den optisch

aktiven Bereich (202) wenigsten teilweise umgibt.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 10 bis 12,

wobei das Krimmen (212) des Tragers (102) im optisch
inaktiven Bereich (204) beziglich der Bildebene des
optoelektronischen Bauelementes (100) ein Hinkrimmen
und/oder ein Wegkriimmen wenigstens eines Bereiches des

optisch inaktiven Bereiches (204) aufweist.

Verfahren gemalB einem der Anspriiche 10 bis 13,

wobei der Trager im optisch inaktiven Bereich (204) vor
dem Krimmen (212) in mehrere, unabhdngig voneinander
krimmbare, Trager (102) in dem optisch inaktiven Bereich
(204) unterteilt wird, insbesondere mittels eines
Entfernens eines Bereiches des Tragers (102) in dem
optisch inaktiven Bereich (204) oder eines Zerteilens

des Tragers in dem optisch inaktiven Bereich (204).

Verfahren gemal einem der Anspriiche 10 bis 14,

wobeil wenigstens ein Bereich des Tragers (102) in dem
optisch inaktiven Bereich (204) bezliglich des Tragers
(102) im optisch aktiven Bereich (202) um einen Winkel

von groBer oder gleich ungefdhr 90 ° gekriummt wird.
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Verfahren gemal einem der Anspriiche 10 bis 15,
wobei der Trager (102) im optisch inaktiven BRereich
(204) derart ausgebildet wird, dass die kraftschlissige
Verbindung oder die Faltungsverbindung eine mechanische
Fixierung und/oder eine elektrische Kontaktierung des

optoelektronischen Bauelementes (100) ausbildet.

Verfahren gemal einem der Anspriiche 10 bis 1o,
wobei das optoelektronische Bauelement (100) als
organische Leuchtdiode (100) und/oder organische
Solarzelle (100) ausgebildet wird.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung aufweisend:

] ein optoelektronisches Bauelement (100) gemdal einem
der Anspriiche 1 bis 17; und

° einen Halter (304, 402) zum mechanischen Fixieren
und/oder elektrischen Kontaktieren des

optoelektronischen Bauelementes (100).

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemal
Anspruch 18, ferner aufweisend:

ein optisches Bauelement im Strahlengang der
elektromagnetischen Strahlung, die von dem
optoelektronischen Bauelement aufgenommen und/oder

bereitgestellt wird.

Optoelektronische Bauelementevorrichtung gemall Anspruch

18 oder 19, ferner aufweisend:

o mindestens eine elektronische Komponente des
optoelektronischen Bauelementes (100),

] wobei der optisch aktive Bereich (202) und der
optisch inaktive Bereich (204) relativ derart
zueinander angeordnet sind, dass zwischen ihnen ein
Hohlraum gebildet ist;

] wobei die elektronische Komponente in dem Hohlraum

angeordnet ist.
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